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surface  morphology,   electrical   properties  were   dramatically   improved   simultaneously   using 
buffer layer method [1­2].  Previous works [3­4] have shown that in­situ Ar+ ions bombardment 
is useful on the one hand to clean the surface, and on the other hand to create droplets of metallic 
indium   in   well­controlled   quantity.   Then   the   indium  metallic   enrichment   of   the   surface, 
monitoring   by  EPES   and  AES   allows   to   prepare   the   III­V   semiconductors   surfaces   to   the 
nitridation step. The nitridated process has been performed with a high voltage plasma discharge 
cell to create one or two monolayers of InN on InP(100) substrates. The InN thin film growth has 














micro­electronic   applications.   In   particular   InN  may   be   used   for   the   development   of   high 
efficiency solar cells and high­frequency devices thanks to its carrier transport characteristics [5]. 
However, the physical properties of InN are obscure due to its stoechiometric instability and the 
low dissociation   temperature,   that  makes   the  growth  of  good  quality   samples  of   InN more 
difficult.
Usually   sapphire  have  been  widely  employed  as   substrate   for   the  growth  of  nitrides 
semiconductors. But sapphire shows some drawbacks for device technology. It is preferable to 
use III­V semiconductors as alternative substrates of sapphire [6]. Preparation of well­cleaned 













S­doped  InP(100)   samples  have  been  used,   they  are   chemically  cleaned  ex­situ  with 
successive  ultrasonic   baths   [7]   (H2SO4,   3% bromine­methanol   and  desionised  water)   before 
introducing in an ultra high vacuum chamber (10­6 – 10­7 Pa).   Before the nitridation, InP(100) 
surfaces   have   been   in­situ   Ar+  ions   cleaned   (Ep=300eV,   Ip=2  µ A.cm­2)   to   remove   the 
contamination  mainly  due   to  carbon species.  Moreover   ionic  bombardment  allows   to  create 
droplets  of metallic  indium in well­controlled quantity by preferential  phosphorus sputtering. 
These indium droplets will play an important role during the nitridation process. The surface 

































value of η e ( η e = 3.17% at 600 eV). The contaminated layers have been removed after t = 6 
minutes,   but   prolonged   ionic   bombardment   induces   the   formation   of   indium   droplets   by 









through the consumption of  indium droplets  by nitrogen.  The nitrogen flux is normal   to  the 




























600 eV. The first two points are obtained during the ionic bombardment :  η e  increases and 
reaches the value of 3.7% which corresponds to a well­cleaned InP surface with indium droplets 





60 minutes).  We remind   that   the  position  of   the   InP bulk  plasmons   is  15  eV [10],  and no 






AES,  EPES and EELS methods  are   in  good agreement.   Indeed,   these  three  different 
spectroscopies show the maximum of the nitridation process at 40 minutes.
CONCLUSION
EPES must  be  combined  with  AES and  EELS  to  provide  some  results.  Then EPES 
measurements  are  quick  and easy   that   is  practical   to  characterize   the  surface   in­situ  and  to 
contribute by this way to the effort to check the surface before the nitridation process. We have 
shown that in­situ Ar+ ionic bombardment is useful to clean the surface and to create droplets of 
metallic   indium in well­controlled quantity.  InN thin film have been elaborated on InP(100) 
substrates by the consumption of the indium aggregates.  After this process, we observed the 
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